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１．概要（Summary） 

ウェハ接合は低結晶欠陥密度の格子不整合ヘテロ構

造形成法であることから、高効率な多接合太陽電池の作

製法として期待されている[1]。本研究では、低コストなこと

から太陽電池への使用が有望視されるSiおよび III-V化

合物半導体の接合形成に取り組んでいる。接合前にウェ

ハに対して適切な表面前処理を施すことで高導電性の接

合形成を試みた。接合界面の性質が太陽電池用途に適

していることを示すために、当該接合を含む太陽電池の

作製を行いその性能を評価した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

リン拡散炉 

【実験方法】 

 自機関にて、1 cm2 程度のサイズに切り出したドープ濃

度 1019 cm-3の p 型 Si ウェハ表面に化学的液相処理を

施した。その後、2 枚のウェハを重ね合わせた状態で，お

よそ 0.1 MPaGの圧力をかけながら 3時間加熱し接合し

た[1]。 

 広島大学にて、ドープ濃度 1018 cm-3のp型Siウェハに

リンの拡散を行って頂いた。その後、自機関にて、同ウェ

ハの両面に、電極として，Au-Ge-Ni合金（80:10:10 wt%）

を 30 nm とそれに続く Auを 150 nm蒸着した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に作製したシリコン太陽電池の光電流－電圧測

定結果を示す。ウェハ接合を含む試料と太陽電池単体

の試料のデータを含んでいるが、特に有意な相関は見ら

れず、単純にシリコン太陽電池作製に際しての再現性の

低いことが見て取れる。この原因としては、今回の実験で

は、接合界面の導電性を高くするために、比較的高濃度

のドーピングを持つ Si ウェハを太陽電池に用いたことが

考えられる。一般に、よく用いられるドーピング濃度は

1016 cm-3の程度であるため[2]、今後の方針として、接合

界面の導電性を保ちつつ、太陽電池としての性能も得ら

れるようなドーピング濃度に関するすり合わせが重要とな

ることが分かった。 

 
Fig. 1 Light current-voltage characteristics of 
the fabricated silicon solar cells with and 
without bonding with another silicon wafer. 
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